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Владимир ХИЖНЯКОВ

О ПРИЧИНАХ НЕЦЕНТРАЛЬНОСТИ ВОЗБУЖДЕННЫХ
РТУТЕПОДОБНЫХ ЦЕНТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

Ртутеподобные центры люминесценции щелочно-галоидных кристал-
лов, образуемые примесными ионами с двумя оптическими лs-электро-
нами, проявляют разнообразные спектральные, кинетические и поля-

ризационные свойства [!.?]. Отмеченное разнообразие свойств этих

центров обусловлено сложностью потенЦиальных (адиабатический) по-

верхностей {АП) их возбужденных состояний [°, *]. Причиной этого яв-

ляется значительное взаимодействие колебательных, орбитальных и

спиновых степеней свободы центра. Наиболее сильным является взаи-

модействие пр-электрона с колебаниями решетки (т. н. эффект Яна—
Теллера), приводящее к значительному тетрагональному (а в ряде
случаев тригональному или ромбическому) искажению симметрии воз:

бужденного центра. Орбитальный момент оптического электрона в про-
релаксированных возбужденных состояниях сильно подавлен, вследст-

вие чего спин-орбитальное взаимодействие лишь незначительно влияет

на эти состояния.

‹‘Рассмотрение показывает [3.4], что нижайшими по энергии явля-

ются невырожденные метастабильные минимумы триплетного состоя-

ния. Поэтому согласно модели [*] в низкотемпературном пределе сле-

дует ожидать медленную моноэкспоненциальную кинетику затухания
люминесценции. Однако, как показано в [°], в некоторых центрах (на-
пример, в Iп*- и Са*-центрах) в пределе очень низких температур
(7c] К) наблюдаются отклонения от простой моноэкспоненциальной
кинетики. Проведенное исследование показало, что причиной этого яв-

ляется нецентральное искажение тетрагональной конфигурации цент-

ров в прорелаксированном возбужденном состоянии: примесный ион

сдвинут из узла решетки в одном из направлений [loo], перпендику-
лярном оси ян-теллеровского искажения (напр., [001]). Этот результат
согласуется с полученными ранее методом ОД ЭПР данными [°.7] об

орторомбической симметрии этих центров в релаксированном возбуж-
денном состоянии. о

Для объяснения наблюдавшегося искажения возбужденных центров
предлагалось рассматривать соседний точечный дефект [’], квадратич-
ный эффект Яна—Теллера в возбужденном электронном состоянии по

колебаниям Т1„-представления [%], а также вибронное смешивание

Т,„-колебаниями электронных состояний примеси и ближайшего их ок-

ружения (т. н. псевдо-эффект Яна—Теллера) на электронных состоя-

ниях примеси и ее соседей) [s].
Подробное экспериментальное исследование [s] показало отсутствие

соседних точечных дефектов.
Квадратичный эффект Яна—Теллера может давать нецентральное

смещение положения равновесия центра как вдоль, так и перпендику-
лярно оси тетрагонального искажения, причем направление смещения
зависит от знака этого искажения* [B]. Расчеты [® !'°} и экспери-

‘ * Перпендикулярные искажения возможны как в направлениях [--1--10], так

и в направлениях [+-100]. Вывод работы [®] о невозможности последнего искажения

связан с тем, что автор не учел ангармонические члены -- Х?\?, могущие стабилизи-
ровать минимумы АП в направлениях (-+-100] и [o=-10] (см. ниже). -
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мент
** [!!] свидетельствуют, что в данных центрах имеет место растя-

жение центра вдоль указанной оси. В этом случае квадратичный эф-
фект Яна—Теллера может вызвать нецентральное смещение иона лишь

вдоль оси [ool]. Таким образом, квадратичный эффект Яна—Теллера,
по-видимому, не является причиной наблюдаемого в эксперименте не-

центрального искажения центра перпендикулярно оси [ool].
Рассмотрим теперь вибронные смешивания Злsпр-состояния примеси

с другими триплетными состояниями (псевдоэффект Яна—Теллера).
Вибронное смешивание указанного состояния примеси с триплетными

возбужденными состояниями соседних галоидных ионов (T. €. C T. H.

локализованными триплетными экситонами) является относительно сла-

бым вследствие малости перекрывания соответствующих BOJIHOBBIX

функций. Энергетическое расстояние соответствующих уровней доста-
точно велико (-2—3 эВ). Поэтому представляется, что указанное
смешивание также не может вызвать наблюдаемое нецентральное иска-

жение.

Вибронное смешивание электронных состояний самой примеси может

быть весьма сильным. Как отмечалось выше, триплетное Злпsпр-состоя-
ние вибронно не смешивается с синглетными состояниями. По этой при-
чине следует исключить из рассмотрения основное состояние лs%, AB-

ляющееся синглетным. Основной вклад в рассматриваемое вибронное
смешивание должны давать нижайшие четные триплетные возбужден-
ные состояния примеси. В качестве таковых обычно рассматривают
«одноэлектронные» возбужденные состояния 3лs(п--1)5 и Зпsпа. Счи-
тается [!!], что именно эти состояния ответственны за большинство
наблюдающихся полос в спектрах возбужденного поглощения (ВП).

Рассмотрим прежде всего вибронное смешивание Т\„-колебаниями
Злsпр- и Зпs(п--1)5-состояний. Энергия первых на 3—4 эВ выше ['?].
M3 соображений симметрии очевидно, что 35(п--1)5-состояние может

смешиваться с Злsпр.-состоянием (соответствующим тетрагональному
минимуму с 2г-осью симметрии четвертого порядка) только 7-нечетным

колебанием Zju. Поэтому такое смешивание может вызвать нецент-

ральное смещение только вдоль оси Z, YTO противоречит эксперименту.
Рассмотрим теперь смешивание 3nsnp- и Злsпа-состояний. Уровень

Злsпа в тетрагональном поле статического эффекта Яна— Теллера рас-

щепляется на три: 1) Злsпа», 2) Зпsпах, и Зпsпау‚ и 3) Зпsпрху (спино-
вое расщепление не учитывается). Ближайшим (и нижайшим) по энер-
гии к Зпsпр‚-минимуму должен быть Злsпа„-уровень, имеющий одина-

ковую с р, ориентацию @-функции (следующими по энергии должны

быть уровни Злsлах, и Зпsпа,г). Туи-колебания смешивают 3лsпр,-состоя-
ние с Злsпа»-, Зпsпах:- и Зпsпа,„-состояниями. Поскольку самую низкую

энергию из рассматриваемых @-состояний имеет Злsпаи-состояние, то

вибронное смешивание именно с этим состоянием наиболее сильное.

Отмеченное смешивание также осуществляется Z-HeueTHblM Т\„-колеба-
нием. Следовательно, и вибронное смешивание с @-состоянием также

не может привести к нецентральному искажению триплетного возбуж-
денного состояния перпендикулярно оси ян— теллеровского искажения.

Рассмотрим, в заключение, вибронное смешивание Злsпр-состояний
с триплетными «двухэлектронными» возбужденными состояниями Злр*.
Насколько нам известно, эти состояния рассматриваемых центров еще

не обсуждались. Указанные состояния получаются при возбуждении в

Злsпр-состоянии лпs-электрона с сохранением спиновой ориентации. Име-
ется всего три таких состояния: Зпрхпру, зпрхпр, и npynp, (триплетные
состояния 3np,?, зпру° и Зпр;? запрещены по принципу Паули).

** В [''] показано, что при сжатии кристалла вдоль оси 2 энергия COCTOSHHH

пsпр. возрастает. Это свидетельствует о преимущественно электростатическом харак-

тере взаимодействия примесного иона с соседними галоидами. Такое взаимодействие

приводит к растяжению центра вдоль р;-функции.
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Т\и-колебания смешивают состояние Злsлпр, с состояними Зпрхпр:
и Зпрупр:, смешивание осуществляется Х- и У-нечетными Т\„-колеба-
ниями. Поэтому рассматриваемое вибронное смешивание может приво-
дить только к нецентральному искажению перпендикулярно оси Z B

согласии с экспериментом.
Найдем условие возникновения этого искажения. Потенциальные

поверхности Злsпру-, зпрхпру- и Зпрупр.-состояний в пространстве Хи У

конфигурационных координат определяются собственными значениями

матрицы ,

| U=U,-Il+V, (1)

где

_ k

. Up=—s- (X*+l?) (2)

— гармонический потенциал Х-, У-колебаний, & — константа упругого
взаимодействия, / — единичная матрица,

[0 pX pY
V=|pX A 0 (3)

— матрица вибронного смешивания в линейном по смещениям X H Y

приближении, р — константа вибронного смешивания, Л — энергетиче-
ское расстояние минимума АП Злsпр.-состояния и АП Зпрх,упр,-состоя-
ний. Диагонализация матрицы И дает

1 _

V1.3=7 (AFVA2+p*Q*),
| 4

у—
(4)

где ©?==Х?--У?. Нас интересует И, описывающее влияние вибронного
смешивания на состояние Злsпр;. Потенциал этого состояния в прост-
ранстве Х, У имеет вид

k ! /AZL 202)Ul=7 Q2+—2- (A— YA2+p2o2).

Ecau p?>2|Ak|, to muaumymy AIl coorßerctßyer Q=Q,SO, rue

- Qo= (p2/4k2 — A%/p?) Ik, (5)

В рассматриваемом приближении АП симметрична по отношению к

повороту вокруг оси г на произвольный угол ф==агс!ап О,/©. Однако,
если к (, добавить ангармонические члены А(Х*!--У*)--В (Х?у?) =
== o*(А+-В 51п? дф), то отмеченная симметрия АП пропадает: г стано-

вится осью симметрии четвертого порядка (В==В/2—А). При этом,
если В>>o, то рассматриваемая АП имеет четыре минимума, располо-
женные в направлениях [--100] и [O--10] в согласии с экспериментом
(если В<o, то они расположены в направлениях [--1--10]).

Важным параметром рассмотренного вибронного смешивания явля-

ется энергетическое расстояние Л соответствующих состояний. Для
оценки этого параметра рассмотрим АП указанных состояний в прост-
ранстве О,(А)- и @,, ©з(Е,)-колебаний. АП Злsпр-состояния имеет

BHA [3 4]

В, в 2b
; Ui=el+7-+(02+02)+aol—— Os (6)

2 2 y3

TAE 81 — энергия одноэлектронного возбуждения, Kl 2 — константы уп-
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ругого взаимодействия sр-состояния, @а и Б — параметры вибронного
взаимодействия с А,„- и Е„-колебаниями соответственно. Рассматривая
электронно-колебательное взаимодействие в Зпрхпр:-состояниях в одно-

электронном приближении, получим АП Злрхпр:-состояния в виде -

U:=Ui+o2+2ooil+b (02+0/13) - -Ž (3 +@), — (7)

rjle € — 9SHEPrHya электронного перехода, бlз — изменение упругих
постоянных при одноэлектронном переходе. Минимум потенциала U,

расположен в Touke Q;~—a,/k), Q:~0, Q3~2b/ks}J3. Pasuuna U; H

(, в этой точке равна

а2 2 b2
|

А^ 82——— (I+6l/2)+——— (1 — &) =ea — S(14-62/2)+Se, — (8)
ki 3 ke

где $ — стоксовы потери (разница энергий максимумов полос погло-

щения и люминесценции), $к — вклад Е,-колебаний в $. Принимая
eeei4 38, 5=11,5 3B [ls], Sgx~o4 5, 62%0,3 ['3], получаем
А^ 2,9 эВ. Следовательно, энергия перехода из минимума АП Злsпр-
состояния в Злрпр-состояние близка (по-видимому, несколько ниже)
энергии переходов в 3715 (п-}-1)5- и Злsпа-состояния.

Волновые функции двухэлектронных возбужденных Злрлр-состояний
более локализованы, чем одноэлектронных возбужденных 3лs(л--1)5-
и Злsпа-состояний, т. к. первые вследствие конфигурационного запрета
не смешиваются с функциями одноэлектронных зонных возбуждений (в
том числе с возбужденными состояниями соседних галоидных ионов).
Поэтому параметр |р|? вибронного смешивания Злsзпр-состояний с

Зпрпр-состояниями должен существенно превышать аналогичные пара-

метры вибронных смешиваний с 315 (п--1)5- и Злsпа-состояниями. Это

объясняет, почему именно вибронное смешивание прорелаксированных
триплетных Злsпр-состояний с триплетными Зприр-состояниями оказы-
вается наиболее сильным. |

Таким образом, мы приходим к выводу, что вероятной причиной
нецентральности ртутеподобных центров в возбужденном Злssпр-состоя-
нии является вибронное смешивание этого состояния с триплетным сос-

тоянием Злрпр.
В заключение отметим, что рассмотренное здесь двухэлектронное

возбужденное состояние Злрипр должно проявляться в спектре ВП в

виде полосы 23 эВ с шириной, в ^ 1,5—2 раза превышающей ширину
полосы люминесценции (либо нескольких полос, если сосуществуют
тетрагональные и тригональные минимумы АП лsпр-состояний). Такие
полосы действительно наблюдаются экспериментально ['?].

Автор искренне благодарен С. Г. Зазубович за обсуждения, стиму-
лировавшие данное исследование.
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ERGASTATUD ELAVHOBEDASARNASTE LUMINESTSENTSITSENTRITE
MITTETSENTRAALSUSE POHJUSTEST

On ndidatud, et ergastatud elavhobedasarnaste lisanditsentrite mittetsentraalsuse
voimalikuks pohjuseks leelishalogeniidkristallides on relakseerunud tripletse {iheelektro-
nilise nsnp-konfiguratsiooniga ergastatud seisundi vibroonne segunemine kaheelektroni-
liste tripletsete npnp-konfiguratsiooniga ergastatud seisunditega.

Viadimir HIZHNYAKOV '

ОМ ТНЕ REASONS OF THE OFF-CENTRE DISPLACEMENT OF EXCITED
MERCURY-LIKE LUMINESCENCE CENTRES

It is shown that a possible reason for the off-centre displacement of the excited
mercury-like ions in alkali halide crystals is the vibronic mixing of the relaxed triplet
one-electron excited state of nsnp-configuration with two-electron triplet excited states
of npnp-configuration. .
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	Puc. 1. Спектры излучения (1, 1/, 1”), возбуждения (2, 2’, 2”) и поляризации (3, &, 3”, 3’) кристалла КВг—Се, измеренные: а — при 4,2 К для излучения Стэ (1—8), Ст, (I—B3’) и В (1”—3” и 3’”); (кривые 3" и 3”7 измерены с использованием фильтров 436Не--СЗС-22 при ‘наблюдении «напросвет» для а==(o° (3”) и а==4s° (3”)). 6 — для излучения Ат» (1—83) иАт: (М—B3 3”) при 4,2 К (I—3, I'=3") и 80 К (3”); (8 — ¢.CC-54)KC-16, & — ф.ОС-12+С3С-22, 83” — .OC-12+C3C-21). в — для излучения Ахэ (1, 2) и Ах: (I', Х) при 80 К, а также для суммарного Ах-излучения ((ф. КС-19) при 4,2 К и наблюдении «напросвет» для а==o° (3) и а==4s° (3’)). Стрелками указаны энергии возбуждения и излучения, выделенные при измерении спектров (I, , 1”) и (2, 2’, 2”) соответственно.
	Рис. 2. Температурные зависимости интенсивностей (а) и степеней поляризации (6) для полос излучения Ста (1, 1’), Ст, (2, Y) и В (4), измеренные при возбуждении в полосах поглощения С, (1), С, (1’), C, (2, 2’) и А (43) (1’ — ф.УФС-2-НЖС-19, 2’ — ф.БС-7++УФС-2).
	Рис. 3. Температурные зависимости: а) интенсивностей полос излучения Ат (I—4) и Ах (3’, 4’) и 6) степеней поляризации суммарного Ат-излучения (ф.ЖС-16+- +C3C-21) кристалла КВг—Се, измеренные при возбуждении B полосах — поглощения С, (1), С, (2), В (3, 3’) и А (4, 4’, 4”); кривая 2 на рис. 3, а измерена для Атэ-излучения (Ензл.==2,ss эВ); 4, 4 — Е,.==4,1 эВ, 4” — E; =42 38.
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	ПОЛЯРИЗОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ Ge+vо -ЦЕНТРОВ В ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ. III. Kl—Ge
	Рис. 1. Спектры излучения (I, 1/, 1”), Bosbyxaenus (2, 2/, 2”) и поляризации (3, 3, 8”), измеренные для следующих полос излучения: a — Cro (I—3), Cr, (I’'—B) и В (1"—8”) при 4,2 К; 6 — Ат, (1/—B3’) при 4,2 К и Ат» (1—8) при 160 К; в — Ах» (1—8) при 4,2 K, Ax, (I’—3) npu 230 K u cymmapuoro Ax (3, 3”) при 80—250 К. Стрелками указаны энергии возбуждения и излучения, использованные при измерении соответствующих спектров.
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	. Таблица 1 Положения полос поглощения и излучения 6е2+oс—-центров B Kl—Ge npu 4,2 K
	Таблица 2 Термостимулированные — переходы — между разными — возбужденными — состояниями Се?+о--центров в К!1--Се с
	ДИПОЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СПЕКТРАХ ЯМР ТВЕРДЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ РЕЗОНАНСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОЛЕЙ
	Теоретические формы линии спектра ЯМР спина s==l/2 в порошке в зависимости от параметров структуры кристалла.


	АНИЗОТРОПНЫЕ ФИЛЬТРЫ, СИНТЕЗИРОВАННЫЕ ВЫЖИГАНИЕМ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРОВАЛОВ
	Рис. 1. Распространение света при изготовлении фильтра (черные стрелы) и при фильтрации (заштрихованные стрелы).
	Puc. 2. Коэффициенты пропускания (в нормированном виде) для линейно-поляризованного в направлениях х или у света как функции от дозы выжигания х-поляризованным широкоспектральным излучением
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	Рис. 3. Нормированные спектры пропускания х- и у-поляризованного света после фотовыжигания монохроматическим х-поляризованным излучением. Ширина ©однородной линии поглощения Г==o,o3 ед. Обозначения те же, что на рис. 2. Рис. 4. Знак соз 6, где & — разность фаз между поляризационными компонентами Ay иА, света. соs 67>0 или соs B§< 0 COOTBETCTBEHHO TOMY, находится ли большая OCb эллипса поляризации на первой и третьей или на второй и четвертой четвертях координатной TMJIOCKOCTH.
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	ВЛИЯНИЕ ФОТОИНДУЦИРОВАННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ПРИМЕСИ НА ОПТИЧЕСКУЮ ТОЛЩИНУ ОБРАЗЦА
	Puc. 1. Две возможные ориентации — дипольного MOMEHTa перехода, угол между которыми составляет а. Примесный центр помещен в начало координат, свет распространяется вдоль оси у. Углы @ и ф — переменные интегрирования (см. текст).
	Рис. 2. Зависимость отношения поглощения системы центров, в которой процесс переориентации достиг равновесия, (/) K поглощению системы, находящейся в начальном состоянии (/o) от величины угла переориентации @.
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	О ПРОЯВЛЕНИИ МЯГКИХ РЕЗОНАНСОВ ПРИМЕСЕЙ — В ИНФРАКРАСНОМ СПЕКТРЕ ПОГЛОЩЕНИЯ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА ВаТ!O,
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	а — мнимая часть поперечной диэлектрической восприимчивости ВаТЮ, с дефектами замещения Т1 (С=7,8.10'% см-%), 0==3,83 для T=43o, 520, 700 K (I, 2u 3 coorветственно). 0 — дополнительно учтено изменение силовых постоянных взаимодействия примеси с ближайшими соседями, АА /А ==o,l, АВ/В == — 0,15.

	ФОТОВЫЖИГАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРОВАЛА (ФСП) ВСТРЕЧНЫМИ СВЕТОВЫМИ ПУЧКАМИ В ОПТИЧЕСКИ ТОЛСТОМ ОБРАЗЦЕ
	Puc. 1. Зависимость полуширины провала от времени выжигания. В случае одностороннего выжигания (штриховая линия) образец облучался монохроматическим светом дозой It=l,T (/,; — световой поток, Т — время облучения); в случае двухстороннего выжигания (сплошная линия) дозой [t= (I,T)/2 с каждой стороны.
	Рис. 2. Уменьшение оптической плотности на частоте V, (yBeJHYEHHe NPONYCKAHHSA Е максимуме провала) в зависимости от времени выжигания. Начальная плотность 06 разца РДо==3,9. Одностороннему выжиганию соответствует штриховая линия, двухсто роннему — сплошная. Временная шкала соответствует шкале на рис. 1.

	СОЗДАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ СПЕКТРАЛЬНО- . ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР В НЕЙТРОННО-ОКРАШЕННОМ САПФИРЕ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ФОТОВЫЖИГАНИЯ
	Рис. 1. а — Модель анизотропных центров окраски в кристалле a—AlyOs; 6 — схема экспериментальной установки: / — поляризатор, 2 — объект, 3 — микроскоп, 4 — анализатор, $ — многоканальный оптический ПЗС-детектор.
	Рис. 2. Пространственная модуляция нормированного изменения концентрации АЦО каждой ориентации и их сумма при двух режимах выжигания: а — при #==o,2-то (по); 6 — при t= 2-12(rp).
	Рис. 3. Пространственная модуляция нормированного изменения люминесценции А///о при углах между направлением возбуждающего луча и осью анализатора o°, 60°, 90°, 120°, 150°: а — модельный расчет при Ё==o,2:т:(го); 6 — модельный расчет при #==2.lо(го); в — экспериментально измеренные зависимости.
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	Рис. 2. Неминимальнофазовый объект. а — управление с прогнозированием; 6 управление с прогнозированием на лагерровых спектрах.
	Puc. 1. Спектры излучения (1, 1/, 1”), возбуждения (2, 2’, 2”) и поляризации (3, &, 3”, 3’) кристалла КВг—Се, измеренные: а — при 4,2 К для излучения Стэ (1—8), Ст, (I—B3’) и В (1”—3” и 3’”); (кривые 3" и 3”7 измерены с использованием фильтров 436Не--СЗС-22 при ‘наблюдении «напросвет» для а==(o° (3”) и а==4s° (3”)). 6 — для излучения Ат» (1—83) иАт: (М—B3 3”) при 4,2 К (I—3, I'=3") и 80 К (3”); (8 — ¢.CC-54)KC-16, & — ф.ОС-12+С3С-22, 83” — .OC-12+C3C-21). в — для излучения Ахэ (1, 2) и Ах: (I', Х) при 80 К, а также для суммарного Ах-излучения ((ф. КС-19) при 4,2 К и наблюдении «напросвет» для а==o° (3) и а==4s° (3’)). Стрелками указаны энергии возбуждения и излучения, выделенные при измерении спектров (I, , 1”) и (2, 2’, 2”) соответственно.
	Рис. 2. Температурные зависимости интенсивностей (а) и степеней поляризации (6) для полос излучения Ста (1, 1’), Ст, (2, Y) и В (4), измеренные при возбуждении в полосах поглощения С, (1), С, (1’), C, (2, 2’) и А (43) (1’ — ф.УФС-2-НЖС-19, 2’ — ф.БС-7++УФС-2).
	Рис. 3. Температурные зависимости: а) интенсивностей полос излучения Ат (I—4) и Ах (3’, 4’) и 6) степеней поляризации суммарного Ат-излучения (ф.ЖС-16+- +C3C-21) кристалла КВг—Се, измеренные при возбуждении B полосах — поглощения С, (1), С, (2), В (3, 3’) и А (4, 4’, 4”); кривая 2 на рис. 3, а измерена для Атэ-излучения (Ензл.==2,ss эВ); 4, 4 — Е,.==4,1 эВ, 4” — E; =42 38.
	Рис. 1. Спектры излучения (I, 1/, 1”), Bosbyxaenus (2, 2/, 2”) и поляризации (3, 3, 8”), измеренные для следующих полос излучения: a — Cro (I—3), Cr, (I’'—B) и В (1"—8”) при 4,2 К; 6 — Ат, (1/—B3’) при 4,2 К и Ат» (1—8) при 160 К; в — Ах» (1—8) при 4,2 K, Ax, (I’—3) npu 230 K u cymmapuoro Ax (3, 3”) при 80—250 К. Стрелками указаны энергии возбуждения и излучения, использованные при измерении соответствующих спектров.
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	Untitled
	а — мнимая часть поперечной диэлектрической восприимчивости ВаТЮ, с дефектами замещения Т1 (С=7,8.10'% см-%), 0==3,83 для T=43o, 520, 700 K (I, 2u 3 coorветственно). 0 — дополнительно учтено изменение силовых постоянных взаимодействия примеси с ближайшими соседями, АА /А ==o,l, АВ/В == — 0,15.
	Puc. 1. Зависимость полуширины провала от времени выжигания. В случае одностороннего выжигания (штриховая линия) образец облучался монохроматическим светом дозой It=l,T (/,; — световой поток, Т — время облучения); в случае двухстороннего выжигания (сплошная линия) дозой [t= (I,T)/2 с каждой стороны.
	Рис. 2. Уменьшение оптической плотности на частоте V, (yBeJHYEHHe NPONYCKAHHSA Е максимуме провала) в зависимости от времени выжигания. Начальная плотность 06 разца РДо==3,9. Одностороннему выжиганию соответствует штриховая линия, двухсто роннему — сплошная. Временная шкала соответствует шкале на рис. 1.
	Рис. 1. а — Модель анизотропных центров окраски в кристалле a—AlyOs; 6 — схема экспериментальной установки: / — поляризатор, 2 — объект, 3 — микроскоп, 4 — анализатор, $ — многоканальный оптический ПЗС-детектор.
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